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특허청  

청  1 

1   상  1 에 는 2  갖는 ;

상   통 는 비아  내  통 극;  

상  통 극과 격 어 상   1 에 공  집  ;

상   1  상에, 상  통 극에 연결 는 1 드; 

상   2  상에, 상  통 극에 연결 는 2 드  포 고,

상  통 극  상  비아  채우는 1 도  ,  상  1 도   상  1 드 

연  돌  포 는 도체 치.

청  2 

청  1에 어 ,

상  1 드는 상  1 드   그  상  연 는 리  역  갖고, 상  돌 는 상

 1 드  리  역과 는 도체 치.

청  3 

청  2에 어 ,

상   1  상에, 상  집   는 층간 연막   포 고, 상  비아  상  층간 연

막  통 고, 상  1 드는 상  층간 연막 상에 공 는 도체 치.

청  4 

청  2에 어 ,

상  리  역  상  1 드  상  연 고, 상  돌 는 상  1 드  통 는 도체 

치.

청  5 

청  2에 어 ,

상  돌  상  상  1 드  상 보다 낮고, 상  돌  상  상  리  역과 

는 도체 치.

청  6 

 1  상  1 에 는 2  는 비아  고;

상  비아  내에 1 도   고;

상   1  상에, 상  1 도   는 닝  갖는, 드 연막  고;

상  1 도   열처리 여, 상  1 도   상  상  닝  돌  돌  

고; 그리고

상  닝 내에 2 도   는 것  포 는 도체 치  .

청  7 

청  6에 어 ,

상  2 도   는 것 :
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상  닝 내에 2 도 막  고; 그리고 

상  드 연막  도 , 상  2 도 막  평탄 는 것  포 고, 

상  2 도   상  드 연막  상 과 동   상  갖는 도체 치  .

청  8 

청  7에 어 ,

상  열처리에 여, 상  돌  상  상  드 연막  상 보다 게 는 도체 치  

.

청  9 

청  8에 어 ,

상  평탄 에 여, 상  돌  상  상  드 연막  상 과 동   는 도체 치

  .

청  10 

청  6에 어 ,

상  비아   에,

상  비아 과 격 어 상  1 에 집   고; 그리고

상  집  는 층간 연막  는 것   포 고,

상  비아  상  층간 연막  통 고, 상  드 연막  상  층간 연막 상에 는 도체 치

  .

  

   야

본  도체 치  그  에  것 , 보다 체 는 실리  통 극  갖는 도체 [0001]

치  그  에  것 다.

 경  

늘날 산업  는 경량 , , 고 , 다 능 ,  고 능    가격  는[0002]

것 다. 러   달  여 티 칩 층 키지(multi-chip stacked package)  또는 시

 키지(system in package)  사 다. 티 칩 층 키지 또는 시   키지는 복  개  단

도체 치들  능  나  도체 키지에    다. 티 칩 층 키지 또는 시   키

지는 통상  단  칩 키지에 비 여 다  꺼울  지만, 평 는 단  칩 키지  크  거

사 므 , , 트  컴퓨 , 리 카드,  캠  등과 같  고 능  동시에  내

지 동  는 들에 주  사 다.

티 칩 층 키지  또는 시   키지  실리  통 극(through silicon via: TSV) [0003]

사 다. 통 극  도체 치  능에  미칠  다.

 내

결 는 과

본  결 는 과 는,  특  상  도체 치  공 는  다.[0004]

본  결 는 다  과 는,  특  상  도체 치  공 는  다.[0005]

과  결 단
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본  실시 들  도체 치  공 다. 상  치는 1   상  1 에 는 2  갖는[0006]

; 상   통 는 비아  내  통 극; 상  통 극과 격 어 상   1 에 공

집  ; 상   1  상에, 상  통 극에 연결 는 1 드;  상   2  상에, 상

통 극에 연결 는 2 드  포 고, 상  통 극  상  비아  채우는 1 도  ,  상

1 도   상  1 드  연  돌  포 다. 

상  1 드는 상  돌  다.[0007]

상  1 드는 상  1 드   그  상  연 는 리  역  갖고, 상  돌 는 상[0008]

 1 드  리  역과   다.

상  1 드   어질 , 상  리  역  크 는 어들  다.[0009]

상  치는 상   1  상에, 상  집   는 층간 연막   포 고, 상  비아  상[0010]

 층간 연막  통 고, 상  1 드는 상  층간 연막 상에 공   다.

 실시 에 , 상  리  역  상  1 드  상  연 고, 상  돌 는 상  1 드  [0011]

통   다.

상  돌  상  상  1 드  상 과 공  룰  다.[0012]

 실시 에 , 상  돌  상  상  1 드  상 보다 낮고, 상  돌  상  상  리[0013]

 역과   다.

본  실시 들  도체 치   공 다. 상    1  상  1 에[0014]

는 2  는 비아  고; 상  비아  내에 1 도   고; 상   1

 상에, 상  1 도   는 닝  갖는, 드 연막  고; 상  1 도   열처

리 여, 상  1 도   상  상  닝  돌  돌  고; 그리고 상  닝

내에 2 도   는 것  포   다.

상  열처리는 400℃ 상에    다.[0015]

상  2 도   는 것 : 상  닝 내에 2 도 막  고; 그리고 상  드 연막  [0016]

도 , 상  2 도 막  평탄 는 것  포 고, 상  2 도   상  드 연막  상 과

동   상  가질  다.

상  열처리에 여, 상  돌  상  상  드 연막  상 보다 게   다.[0017]

상  평탄 에 여, 상  돌  상  상  드 연막  상 과 동     다.[0018]

상   상  비아   에, 상  비아 과 격 어 상  1 에 집   고; 그리[0019]

고 상  집  는 층간 연막  는 것   포 고, 상  비아  상  층간 연막  통

고, 상  드 연막  상  층간 연막 상에   다.

상   상   2  식각 여, 상  1 도    고; 그리고 상   [0020]

2  상에, 상  1 도   과 연결 는 드  는 것   포   다.

 과

본  실시 들에 , 도체 치  공  열처리에 여, 집  특  변 는 것[0021]

  다. 후  공 에  통 극  돌  상  여 통 극 상  층간 연막  크랙

지 고 그  과  리  지 여    다. 

도  간단  

 도 1 내지 도 9는 본  개   실시 에  도체 치   는 단 도들 다. [0022]

도 10  본  개  다  실시 에  도체 치  는 단 도 다.

도 11  본  개  또 다  실시 에  도체 치  는 단 도 다. 

도 12 내지 도 14는 본  실시 들에  도체 키지들  나타낸다. 
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도 15는 본  실시 들에  키지 듈  보여주는 평 도 다.

도 16  본  실시 들에  리 카드  보여주는 개략도 다. 

도 17  본  실시 들에   시  보여주는 블 도 다. 

도 18  도 17   시   에 는  도시 다.

 실시   체  내

, 첨  도  참 여 본  실시 들   본  상 게 다. 그러나 본 [0023]

 에  개시 는 실시 들에 는 것  아니라 여러 가지 태    고 다양  변경  가

  다. 단지, 본 실시 들   통  본  개시가 도  , 통상  지식  가진 에게

 주  게 알 주   공 는 것 다. 첨  도 에   들   편  여

그 크 가 실 보다 여 도시  것 , 각   비  과 거나   다.

어   가 다   에 "상에" 다거나 "연결 어" 다고 재  경우, 다   에 상에[0024]

직  맞닿아 거나 또는 연결 어   지만, 간에 또 다   가 재   다고 어야

 것 다. , 어   가 다    "  에" 다거나 "직  연결 어" 다고 재  경

우에는, 간에 또 다   가 재 지 않는 것    다.  들 간  계  는

다  들,  들 , "~사 에"  "직  ~사 에" 등도 마찬가지    다.

1, 2 등  어는 다양  들  는  사   지만, 상  들  상  어들에 [0025]

 어 는 안 다. 상  어들  나   다   별 는 만 사

다.  들어, 본  리  어나지 않  1 는 2    고, 

사 게  2 도 1    다.

단   맥상 맥 게 다 게 지 않는 , 복   포 다. "포 다" 또는 "가진다"[0026]

등  어는  상에 재  특징, , 단계, 동 , ,  또는 들   것  재

지   것 , 나 또는 그 상  다  특징들 나 , 단계, 동 , ,  또는 들

 것들  가   는 것    다.

본  실시 들에  사 는 어들  다 게 지 않는 , 당  야에  통상  지식  가진[0027]

에게 통상  알 진 미    다. 또 , " 어도 나"는  나  동  미  사

 나 또는 그 상  택  지칭   다.

본  개   실시 에  도체 치(101)   다. 도 1 내지 도 9는 본  개[0028]

  실시 에  도체 치   는 단 도들 다. 

도 1  참 여, 1 (11)  1 (11)에 는 2 (12)  갖는 (10)  공 다. (10)[0029]

 들  P   도  실리    다.

직 (15)가 (10)  1 (11)에   다. 집 (15)는 칭 , 캐 시 , , 또는[0030]

직  리  포   다. 칭 는  들 , 다 드, NMOS, PMOS, 또는 폴라 트랜지

  다. 직  리  (10)  직  연  직   직 에 결  리

 포   다.  

1 층간 연막(20)  (10)  1 (11) 상에 어, 집 (15)  는다. 1 층간 연막(20)[0031]

실리  산 막  포   다. 1 택(22)  1 층간 연막(20)  통 여 다. 1 택(22)

 들 , 알루미늄 또는    다. 1 택(22)  집 (15)   역,  들

MOS  트랜지  /드 에 연결   다.  식각 지막(24)  1  층간 연막(20)  상에  

다. 식각 지막(24)  실리  질 막  포   다. 

식각 지막(24) 상에 마 크 (미도시)  다. 마 크 (미도시)  사 여 식각 지막(24), 1[0032]

층간 연막(20)  (10)  식각 여, 비아 (21)  다. 비아 (21)  드릴링 , 보 (Bosch)

에칭, 또는 (Steady State) 에칭  사 여   다. 비아 (21)  식각 지막(24)  

1 층간 연막(20)  통 고, (10)  1 (11)  2 (12)  여 연   다. 비아 

(21)  (10)  통 지 않는 지 연   다. 비아 (21)  는 략 50㎛ 상   다.
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비아 (21)  는  룰 (Design Rule) 나   특 에  변   다. 

도 2  참 여, 비아  연막(32)  비아 (21) 내에   다. 비아  연막(32)  실리  산[0033]

막 또는 실리  질 막과 같  연  질  착 여   다. 비아  연막(32)  비아 (21)  내

벽  라 실질  포말 게 착   다. 비아  연막(32)  1 층간 연막(20) 상  연

 다. 비아  연막(32) ,  들어 원 층 착  또는  상 착 에 여   

다.

1 리어막(34)  비아  연막(32) 상에   다. 1 리어막(34)  비아 (21)  내  라[0034]

고, 1 (11) 상  연   다. 1 리어막(34)  티타늄, 티타늄 질 , 탄탈 , 탄탈  질

, 루 늄, 트, 망간,  질 , 니 , 니   또는 티타늄/티타늄 질  막  포

 다. 1 리어막(34)  링    다. 1 리어막(34)   도는,  들

375℃   다. 1 리어막(34)  후 는 1 도 막(36)   (10)  산 는 것   

다.

1 도 막(36)  1 리어막(34) 상에 어, 비아 (21) 내  채울  다. 1 도 막(36)  1[0035]

(11) 상  연   다. 1 도 막(36) ,  도  ,  도   또는 택  착 

여   다.  도  , 1 리어막(34)   비아 (21)  내 에 시드막(미도

시)  고, 그리고 시드막 상에 도 질  도 는 것  포   다. 1 도 막(36)   도는

 들 , 상   다. 시드막  링   리막   다. 도 막(34)  막  

다. 막  , , 리, , 또는 듐  포   다.  , 도   CuSO4, H2SO4,

 Cl  포 는  액에  담 어   다. 

1 리어막(34)  1 도 막(36)   후, 1 열처리 공    다. 1 열처리 공  100 ~[0036]

500℃  도에    다. 1 열처리 공  1 도 막(36)  는  그  (grain

growth)  도   다.

도 3  참 여, 식각 지막(24)  도  1 도 막(36)  평탄 다.  식각 지막(24) 상  1[0037]

리어막(34)  비아  연막(32)  거   다. 에 라, 1 리어 (33)  1 도  (3

5)  포 는 통 극(TSV) , 비아 (21) 내에 다. 후, 식각 지막(24)  거   다. 

후, 가  열처리 공    다. 가  열처리 공  100 ~ 500℃  도에    다. 

도 4  참 여, 1 층간 연막(20) 상에 드 연막(26)    다. 드 연막(26)  통 극[0038]

(TSV)  1 택(22)  각각 는 1  2 닝들(27, 28)  가질  다.  1  2 닝들

(27, 28)  폭들  각각 통 극(TSV)  1 택(22)  폭보다   다. 드 연막(26)  실리  산

막  포   다.  드 연막(26) ,   들어  층  SiCN,  SiCOH   SiON  포  

다. 

도 5  참고 여, 2 열처리 공    다. 2 열처리 공  1 열처리 공  보다  도에[0039]

  다. 2 열처리 공 ,  들어 300 ~ 500℃  도에    다. 1 도  (35)

는 (  들 , 리)과 (  들 , 실리 ) 사  열 창 계  차  여, 1 도  

(35)  는  압  (compressive stress)  는다. 에 라, 1 도 막(36)  는 

 창 여 어   다.  1 도  (35)  는   돌 어, 1 닝(27) 내

에 돌 (37)가   다. 돌 (37)는 1 도  (35) 상  1 닝(27)  돌

 다. 돌 (37)는 드 연막(26)  상 보다  상  가질  다. 

도 6  참 여, 드 연막(26) 상에 2 도 막(40)  어, 1  2 닝들(27, 28)  채울 [0040]

다. 2 도 막(40)  1 도 막(36)과 사     다. 2 도 막(40)  에, 2 

리어막(미도시)  시드막(미도시)  가    다. 1 닝(27)에 , 2 도 막(40)  그  

 그  상  연 는 리  역(41)  갖는다. 리  역(41)  돌 (37)  상에 는

양  가질  다. 돌 (37)는 2 도 막(40)  리  역(41)과 다. 

도 7  참 여, 드 연막(26)  도 , 2 도 막(40)  평탄 여, 2 도   다. [0041]

2 리어막(미도시) 또  평탄 어, 2 리어    다. 1 닝(27)에  1 드(43)가

고, 2 닝(28)에  2 드(45)가   다. 1 드(43)는 통 극(TSV)과 고, 

2 드(45)는 1 택(22)과   다. 드들(43, 45) 각각  2 도    2 리어 (미도
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시)  포   다. 1  2 드들(43, 45)  상  드 연막(26)  상 과 동   가질

 다. 

 께, 돌 (37) 또  평탄   다. 돌 (37)  상  1 드(43)  상 과 동  [0042]

  다. 리  역(41)  1 드(43)  상  연 고, 돌 (37)는 1 드(43)  통 여

1 드(43)  상    다. 

도 8  참 여, 드 연막(26) 상에 2 층간 연막(50)    다. 2 층간 연막(50)  실리[0043]

산 막  포   다. 2 층간 연막(50)  CVD 공    다. 2 층간 연막(50) , 

들  TEOS 산 막   다. 2 층간 연막(50)   도는,  들  400℃   다. 

2 택(52)  2 층간 연막(50) 내에   다. 2 택(52)  2 층간 연막(50)  닝 여[0044]

1  2 드들(43, 45)  는 닝  고, 알루미늄 또는  닝  채워  

다.

3 드(63)가 2 층간 연막(50) 상에   다. 3 드(63)는, 2 택(52)과 연결   다. [0045]

2 층간 연막(50)  고 3 드(63)   는 1 시 막(61)  다. 1 시

막(61)  집 (15)   경  보   고, 실리  산 , 실리  질 , 또는 그들  

   다. 3 드(63)는 알루미늄 또는 리    다. 

도 9  참 여, (10)  2 (12)  연마 는 공    다. 2 (12)  통 극(TSV)[0046]

  다. 연마 공  보다 상 게 다.

, (10)   1 시 막(61) 상에, 착층(미도시)  여, 캐리어(carrier, 미도시)가 착[0047]

 다. 캐리어는 (10)  2 (12)  연마 는 과 에  (10)에 는 계  트  

고, 연마 공  후에  (10)에  생 는  지   다. 캐리어는 리 , 또는 지

 포   다. 착층   착  또는 열가  착  포   다. 다 , 비아  연

막(32)  도 , (10)  2 (12)  연마 다. (10)  연마 는 것 ,  들어, CMP, Etch-

back, Spin Etch  각각 또는 는 그라 (grinding)  여   다. 

다 , 비아  연막(32)  러싸  통 극(TSV)  (10)  2  (12)  돌 도 , [0048]

(10)  택  식각   다. 택  식각  비아  연막(32)에 비 여 큰 식각 택비  갖는 습식

식각 또는 건식 식각 공  여 (10)  식각 는 것   다.  들어, 비아  연막(32)  실

리  산 막  경우, SF6 식각 가  여 (10)  택  식각   다. 

연마  2 (12) 상에 2 시 막(62)    다. 식각 공 에 여, 통 극(TSV)  는[0049]

2 시 막(62)  비아  연막(32)  거 어, 통 극(TSV)  다. 2 시 막(62)

상에 4 드(65)가 어, 통 극(TSV)에 연결 다. 2 시 막(62)  실리  산 , 실리  질

, 또는 그들     다. 4 드(65)는 리    다.

도 9  재차 참 여, 본  개   실시 에  도체 치(101)가 다. 본  개  [0050]

실시 에  도체 치(101)는 (10)  통 는 통 극(TSV)  포   다. 

(10)  1 (11)  1 (11)에 는 2 (12)  가질  다. (10)   들  P  [0051]

 도  실리    다. 집  (15)가 (10)  1 (11)에   다. 집

(15)는 칭 , 캐 시 ,  또는 직  리  포   다. 칭 는  들 , 다

드, NMOS, PMOS 또는 폴라 트랜지   다. 직  리  (10)  직  연

직   직 에 결  리  포   다.  

1 층간 연막(20)  (10)  1 (11) 상에 어, 집 (15)  는다. 1 층간 연막(20)[0052]

실리  산 막  포   다. 1 택(22)  1 층간 연막(20)  통 다. 1 택(22)   들 ,

알루미늄 또는    다. 1 택(22)  집 (15)   역,  들  MOS 트랜지

 /드 에 연결   다. 

통 극(TSV)  (10)  1 층간 연막(20)  통 는 비아 (21) 내에 다. 비아  연막(32)[0053]

 통 극(TSV)과 비아 (21)  측벽 사 에 공   다. 비아  연막(32)  실리  산 막 또는 실

리  질 막   다. 통 극(TSV)  (10)  1 (11)  2 (12)    다. 통 

극(TSV)  1 리어 (33)  1 도  (35)  포   다. 통 극(TSV)  1 도  (35)
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 그  상   돌  돌 (37)   포   다. 1 도  (35)  막   다.

막  , , 리, , 또는 듐  포   다. 1 리어 (33)  비아  연막(32)과 1

도  (35) 사 에 공   다. 1 리어 (33)  티타늄, 티타늄 질 , 탄탈 , 탄탈  질 ,

루 늄, 트, 망간,  질 , 니 , 니   또는 티타늄/티타늄 질  막  포   

다.

드 연막(26)  1 층간 연막(20) 상에 공   다. 드 연막(26)  통 극(TSV)  1 택[0054]

(22)    다.

 1 드(43)  2 드(45)가 1 층간 연막(20) 상에 공 어, 각각 통 극(TSV)  1 택(22)에[0055]

연결 다. 1 드(43)  2 드(45)는 2 도    2 리어  포   다. 2 도  

 막   다. 막  , , 리, , 또는 듐  포   다. 2 리어  티타

늄, 티타늄 질 , 탄탈 , 탄탈  질 , 루 늄, 트, 망간,  질 , 니 , 니   또는 티

타늄/티타늄 질  막  포   다. 1 드(43)는 그   그  상  연 는 리

 역(41)  갖는다. 리  역(41)  돌 (37)  상에 는 양  가진다. 1 드(43)  

 어질  리  역(41)  크 는 어들  다. 돌 (37)는 1 도  (35)

1 드(43)  연   다. 돌 (37)는 1 드(43)  리  역(41)과 다.  , 돌

(37)  상  1 드(43)  상 과 동   가질  다. 돌 (37)는 1 드(43)  통

여 1 드(43)  상    다. 

2 층간 연막(50)  드 연막(26) 상에 공 다. 2 층간 연막(50)  실리  산 막  포   [0056]

다. 2 택(52)  2 층간 연막(50) 내에   다. 2 택(52)  1  2 드들(43, 45)에

연결   다.

3 드(63)가 2 층간 연막(50) 상에   다. 3 드(63)는, 2 택(52)과 연결   다. [0057]

2 층간 연막(50)  고 3 드(63)   는 1 시 막(61)  다. 1 시

막(61)  집 (15)   경  보   고, 실리  산 , 실리  질 , 또는 그들  

   다. 3 드(63)는 알루미늄 또는 리    다. 

2 시 막(62)  (10)  2 (12) 상에   다. 2 시 막(62)  통 극(TSV)[0058]

 다. 2 시 막(62) 상에 4 드(65)가 어, 통 극(TSV)에 연결 다. 2 시

막(62)  실리  산 , 실리  질 , 또는 그들     다. 4 드(65)는 리  

  다.

본  개  다  실시 에  도체 치(102)가 다. 도 10  본  개  다  실시 에[0059]

 도체 치  는 단 도 다.  간략  여 도 1 내지 도 9  동  에  

 생략 다. 돌 (37)  상  1 드(43)  상 보다 낮고, 돌 (37)  상  리  역(4

1)과 다. 돌 (37)는 1 드(43)  통 지 않는다.

본  개  또 다  실시 에  도체 치(103)가 다. 도 11  본  개  또 다  실[0060]

시 에  도체 치  는 단 도 다.  간략  여 도 1 내지 도 9  동  에 

  생략 다. 

도 11  참 여, 1 층간 연막(20)   (10)  1 (11) 상에 어, 집 (15)  는다. 1[0061]

층간 연막(20)  실리  산 막  포   다. 

1 택(22)  1 층간 연막(20)  통 여 집 (15)에 연결   다. 1 드(42)가 1 층간 [0062]

연막(20) 상에   다. 1 드(42)는 1 택(22)에 연결   다. 2 층간 연막(50)  1 층

간 연막(20)  도  다. 2 층간 연막(50)  실리  산 막  포   다. 2 택(52)  

2 층간 연막(50)  통 여 1 드(42)에 연결   다. 

도체 치(103)  비아 (21)  1  3 층간 연막들(20, 50)  통 다. 비아 (21)  2 층간 [0063]

연막(50)  상  (10)  연 다. 

통 극(TSV)  비아 (21)  채운다. 통 극(TSV)  2 층간 연막(50)  상 에    다.[0064]

통 극(TSV) , 1 층간 연막(20)에 는, 2 층간 연막(50)  상  연 다. 통 극

(TSV)과 비아 (21) 사 에 비아  연막(32)  개재   다. 
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2  3 드들(43, 45)  2 층간 연막(50) 상에    다. 2 드(43)는 통 극(TSV)과 연[0065]

결   다. 3 드(45)는 2 택(52)과 연결   다. 2  3 드들(43, 45)   실시  1

 2 드들(43, 45)과 사   가질  다. 2 층간 연막(50)  고 2  3 드들(43, 4

5)   는  1 시 막(61)  다. 

2 시 막(62)  (10)  2 (12) 상에   다. 2 시 막(62) 상에 4 드(6[0066]

5)가 고, 통 극(TSV)에 연결 다. 2 시 막(62)  실리  산 , 실리  질 , 또는 그들

    다. 4 드(65)는 리    다. 

도 11  참 여  본  개  또 다  실시 에  도체 치(103)  ,  [0067]

도체 치(101)  것과 사 다. 간략  여   실시  것과  차  심  다.

도 11  재차 참 여, 본  또 다  실시 에  도체 치(103)  비아 (21)  공 , [0068]

  실시 는 달리, 1 층간 연막(20) 상에 2 층간 연막(50)   후 다. 

그 후, 2  3 드들(43, 45)  2 층간 연막(50) 상에   다. 2 층간 연막(50)  고[0069]

2  3 드들(43, 45)   는 1 시 막(61)  다. 1 시 막(61)  실리

 산 , 실리  질 , 또는 그들     다. 

2 시 막(62)  (10)  2 (12) 상에   다. 2 시 막(62) 상에 4 드(6[0070]

5)가 고, 통 극(TSV)에 연결 다. 2 시 막(62)  실리  산 , 실리  질 , 또는 그들

    다. 4 드(65)는 리    다. 

 에 , 통 극  그  층간 연막  후  열  담(thermal budget)에 여 [0071]

통  극(TSV)  는   창   다.  에  라,  통  극과  그   과  연결

(connectivity)에  야 여,  가  같  신뢰   야   다. 에 여, 본 

 실시 들에 , 통 극(TSV)  후 돌  고  거 는 것에 여, 러  통

극  돌     다.

 본  실시 들에 , 드 연막(50)   후 상  2 열처리 공  므 , 집[0072]

 특  변 는 것    다. , 드 연막(50) , 2 열처리 공  열  담(thermal

budget)  여 집  는 트랜지 들  계 압(Vth)  변 는 것    다. 

에 여, 드 연막(50)   에 통 극  돌   2 열처리 공  , 집

 는 트랜지 들  계 압(Vth)  크게 변 는 가 다. 

도 12 내지 도 14는 본  실시 들에  도체 키지들  나타낸다. [0073]

도 12  참 여, 본  실시 들에  도체 키지(401)   는 키지 (200)과 그 에 실[0074]

 도체 치(100)  포 다. 키지 (200)  쇄    다. 키지 (200)  연 

(201), 연 (201) 내  재 (215), 연 (201)  상 에 치 는 도  들(211, 213)  도

 들(211, 213)   는 키지  연막들(205, 203)  포   다. 도체 치(100)는 도 1

내지 도 11  참 여  도체 치에   다. 

도체 치(100)는, (10)  2 (12)  키지 (200)에 마주보도 , 키지 (200) 상에 실[0075]

 다. , 도체 치(100)는 1 (71)에  키지 (200)에  연결   다. 키지

(200)  에는 2 (73)가 착   다. 들(71, 73)  볼, 도  , 도  

,   그리드 어  또는 들    다. 도체 키지(401)는 도체 치(100)  는 몰드막

(310)   포   다. 몰드막(310)  에폭시 몰  컴 운드  포   다.

도 13  참 여, 본  실시 들에  도체 키지(402)  다  는 키지 (200)과 그 에 실[0076]

 1 도체 치(100)  2 도체 치(300)  포 다. 키지 (200)  쇄    다.

1 도체 치(100)는 도 1 내지 도 11  참 여  도체 치에   다. 2 도체 치

(300)는 1 도체 치(100) 는 다  도체 치 , 리 칩 나 직 칩에   다. 2 도체

치(300)는 통 극  포 지 않   다.

1 도체 치(100)는 1 (71)에  키지 (200)에  연결   다. 2 도체 치[0077]

(300)는 1 도체 치(100)에 립 칩 본  식  실   다. 2 도체 치(300)는 3 (7

5)에  1 도체 치(100)에  연결   다. 1 도체 치(100)는 포  능  
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 다. 3 들(75) 사  간격  통 극들(TSV) 사  간격과 다   다. 

키지 (200)  에는 2 (73)가 착   다. 들(71, 73, 75)  볼, 도  , 도[0078]

 ,  그리드 어  또는 들    다. 도체 키지(402)는 1  2 도체 치

들(100,  300)  는  몰드막(310)   포   다.  몰드막(310)  에폭시 몰  컴 운드  포  

다.

도 14  참 여, 본  실시 들에  도체 키지(403)  또 다  는 키지 (200)과 그 에[0079]

실  1 도체 치(100a)  2 도체 치(100b)  포 다. 본  실시 들에  도체 키지

(403)는 티 칩 키지   다. 1 도체 치(100a)  2 도체 치(100b)는 동    

가질  다. 

키지 (200)  쇄    다. 1  2 도체 치들(100a, 100b)  도 1 내지 도 11  참[0080]

여  도체 치에   다. 

1 도체 치(100a)  2 도체 치(100b)는 각각 1 통 극(TSVa)  2 통 극(TSVb)  포[0081]

  다.  1  통 극(TSVa)과 2  통 극(TSVb)   첩 어 연결   다. 1  통 극

(TSVa)과 2 통 극(TSVb)  3 (75)에 여  연결   다. 

1 (71)에  1 도체 치(100)는 키지 (200)에  연결   다. 1 도체 치[0082]

(100)는 포  능    다. 키지 (200)  에는 2 (73)가 착   다. 들

(71, 73, 75)  볼, 도  , 도  ,  그리드 어  또는 들    다. 도체

키지(403)는 1  2 도체 치들(100a, 100b)  는 몰드막(310)   포   다. 몰드막(310)

에폭시 몰  컴 운드  포   다.

 본  실시 들에  키지들   통 극  통 여 상  키지 에  연결[0083]

는 것  고 나, 에 지 않는다.  들   드들  어 본 에 여 상  키

지 과  연결   다.

도 15는 본  실시 들에  키지 듈(500)  보여주는 평 도 다. 도 15  참 여, 키지 듈[0084]

(500)   연결  단 (508)가  비  듈  (502)과,  듈  (502)에  실  도체  칩(504)  

QFP(Quad Flat Package)  도체 키지(506)  포   다. 도체 칩(504) /또는 도체 키지(50

6)는 본  실시 들에  도체 치  포   다. 키지 듈(500)   연결 단 (508)  통

   치  연결   다.

도 16  본  실시 들에  리 카드(600)  보여주는 개략도 다. 도 16  참 여, 카드(600)는[0085]

우징(620) 내에 어 (620)  리(630)  포   다. 어 (620)  리(630)는  신

  다.  들어, 어 (620)  에 라 , 리(630)  어 (620)는  주고  

다. 에 라, 리 카드(600)는 리(630)에  거나 또는 리(630)   

   다.

어 (620) /또는 리(630)는 본  실시 들에  도체 치 또는 도체 키지  어도 [0086]

나  포   다. 러  리 카드(600)는 다양      매체    다.

 들어, 리 카드(600)는 티미 어 카드(multi media card; MMC) 또는 보안 지 (secure digital;

SD) 카드  포   다.

도 17  본  실시 들에   시 (700)  보여주는 블 도 다. 도 17  참 여,  시[0087]

(700)  본  실시 들에  도체 치 또는 도체 키지  어도 나 포   다.  시

(700)   나 컴퓨  등  포   다.  들어,  시 (700)  리 시 (712), 

(714), 램(716),  (718)  포   고, 들  (Bus, 720)  여  

 통신    다. (714)는 그램  실 고  시 (700)  어 는 역    다.

램(716)  (714)  동  리  사   다.  들어, (714)  램(716)  각각 본

 실시 들에  도체 치 또는 도체 키지  포   다. 또는 (714)  램(716)

나  키지에 포   다.  (718)는  시 (700)에   또는 는

  다. 리 시 (712)  (714)  동   드, (714)에  처리  

 또는 에      다. 리 시 (712)  어   리  포   
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, 도 30  리 카드(600)  실질  동 게   다.

 시 (도 17  700)  다양  들   어 치에   다. 도 18   시 (도[0088]

17  700)   폰(800)에 는  도시 다. 그 에,  시 (도 31  700)   트 ,

MP3  어,  비게 (Navigation),  고상  크(Solid  state  disk;  SSD),  동차  또는  가  

(Household appliances)에   다.

 특  실시 들에  상   시    공 었다. 라  본  상  실시[0089]

들에 지 않 , 본   사상 내에  당 야에  통상  지식  가진 에 여 상

실시 들  여 실시 는 등 여러 가지 많    변경  가능  다.

도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 15
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도 17
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